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１．はじめに 

 SIS接合は、ごく薄い絶縁膜を超伝導体で挟

んだ構造であり、電波望遠鏡用受信機などの超

伝導電子のトンネル効果を利用するデバイス

に応用されている。これまでに Nb/Al-AlOx/Nb 

や NbN/AlN/NbN [1]のような 3 層構造デバイ

ス が 作 製 さ れ て き た 。 さ ら に 近 年

Nb/Al/AlOx/Al/Nb [2] 構造のデバイスが作製さ

れ、3層と比較して受信機のノイズの原因であ

るサブギャップ電流を大きく低減したという

報告がなされた。そこで我々はバリアに AlN 

を用いた、作製報告例の無い全エピタキシャル

化 Nb/Al/AlN/Al/Nb 多層膜の作製を目標とし

た。 

２．実験方法 

Nb 単層及び  Nb/Al/AlN/Al/Nb 多層膜を 

DC マグネトロンスパッタリング装置を用い

て成膜した。さらに XRD(X-ray diffraction) で 

2θ/θ 測定を行い薄膜の結晶成長面を調査した。 

３．実験結果及び考察 

Fig. 1に、室温成膜した Nb 単層膜と 5層構

造の 2θ/θ測定結果を示す。5層構造のピークの

方が低い原因は上部電極を成膜した際に下部 

Nb が微結晶化したためであると考えられる。

Fig. 2に Nb 単層、480 ℃ で両電極を成膜し

た 5層構造と、下部電極のみを 480 ℃ で成膜

した多層膜の 2θ/θ 測定の結果を示す。5 層構

造において下部 Nb を成膜した時点では Nb 

200に成長しているが、上部 Nb を成膜すると 

Nb 200ピークが小さくなり、Nb 110 のピーク

が観測された。これは上部電極を成膜する際に

下部電極が部分的に Nb 110へと再結晶したこ

とが原因として挙げられる。このように上部 

Nb を成膜することによって、下部 Nb の結晶

性が変化することを示唆している。 
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Fig. 1, X-ray diffraction pattern of Nb and 

Nb/Al/AlN/Al/Nb at room temperature deposition 
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Fig. 2, X-ray diffraction pattern of Nb and 

Nb/Al/AlN/Al/Nb at 480℃ 

4．まとめ 

DCマグネトロンスパッタリング装置を用い

て Nb/Al/AlN/Al/Nb 多層膜を作製した。5層構

造において上部 Nb を成膜すると下部 Nb の

結晶性が変化することを示唆している。各 2θ/θ

測定の再現性や全エピタキシャル成膜条件は

講演の際、詳細に述べる。 
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